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 要  旨 
 
超伝導ジョセフソン素子はエレクトロニクスの応用が期待されている。さまざ
まな構造のジョセフソン素子が考案されてきた中で、膜厚変化型素子（VTB）は超
伝導薄膜に微小な間隙をつけただけの単純な構造であり人工的な界面を持たない
平面型のジョセフソン素子である。しかしYBCOのコヒーレンス長が短いためVTB
素子のブリッジ長を数nm～数十nmまで短くする必要がある。 
 
高温超伝導体YBCOでには結晶異方性がありデバイス応用には異方性を考慮した
設計が必要になる。本研究では素子特性に対する異方性の影響を調べるためにa
軸配向YBCO薄膜上に複数のVTB素子を作製した。また、作製プロセスの改良により
短尺化したVTB素子の作製、その特性を調べた。具体的には、今までの作製プロセ
スではストリップ電極を形成してから間隙（VTBのブリッジ）をリフトオフプロセ
スにより作製していたが、本研究では複数のブリッジを試料内に作製してから最
も狭いブリッジを通すようにストリップ電極を形成するように変更した。 
 
 作製プロセスを改良することで、素子作製プロセス終盤でリフトオフの失敗に
よりVTB素子が作製できなくなる問題点や、エッチングによるVTB形成時にブリッ
ジ長が長くなるといった問題点を解決できた。具体的にはブリッジ長20～30nmの
VTBを1試料内で3方向同時に作製できるようになった。ブリッジ部のYBCO高温層を
削りきっていない試料（ブリッジ長22～27nm）ではI-V特性においてマイクロ波照
射によるシャピロステップや磁場によるIcの変化も観察されず、接合の結合が強
いことを示す結果となった。ブリッジ部のYBCO高温層を全て削った試料（ブリッ
ジ長27～33nm）ではI-V特性がマイクロ波照射時にシャピロステップは見られなか
ったもののマイクロ波によるIcの減少といった反応を示し、磁場によるIcの変化
も観察された。ブリッジ部のYBCO高温層を全て削りなおかつブリッジ長が30nm以
下で、a軸配向YBCO薄膜を用いたVTB素子作製の可能性が見えた。 
 
 
 
